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Résumé 

          

           Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés optoélectroniques et 

structurales des alliages semi-conducteurs binaires: BAs, InAs et GaAs; ternaires: 

BxIn1-xAs, BXGa1-xAs  et GaxIn1-xAs  ainsi que le quaternaire BxInyGa1-x-yAs. Ces 

alliages ont un intérêt essentiel pour concevoir des dispositifs optoélectroniques tels 

que les diodes laser. Une attention particulière a été portée à l'effet du désordre sur les 

propriétés électroniques de ces alliages. 

           Nos calculs sont basés sur la méthode empirique tight binding (TB) combinée 

avec l'approximation du cristal virtuel (VCA). Ces méthodes sont simples et donnent 

des résultats rapides et raisonnablement fiables. Le présent travail montre que la 

simplicité de ces méthodes est commode dans les calculs et elle est aussi utile comme 

moyen efficace et précis pour prévoir les propriétés matérielles dans toute la gamme 

de composition des alliages. 

           Nos résultats concernant les gaps directs et indirects, les structures de bandes 

ainsi que les propriétés optiques et structurales des composés binaires BAs, InAs, 

GaAs et leurs alliages ternaires et quaternaires cristallisant dans la phase zinc-blende 

sont en bon accord avec les résultats expérimentaux et théoriques disponibles. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

           

          In this work, we have investigated the optoelectronic and structural properties 

of the alloys semiconductors binaries: Bas, InAs and GaAs; ternaries: BxIn1-xAs, 

BxGa1xAs, GaxIn1-xAs and quaternary BxInyGa1-x-yAs. These alloys have a significant 

interest to design optoelectronic devices such as the lasers diodes. A detailed attention 

was paid to the effect of disorder on the electronics properties of these alloys. 

           Our calculations are based on the empirical tight binding method (TB) 

combined with the virtual crystal approximation (VCA). These methods are simple 

and expected to give quick and reasonably reliable results. The present work 

demonstrates that the simplicity of these methods is not only convenient in 

computation but is also useful for providing an efficient and accurate means for 

predicting the materials properties in the full range of an alloys composition. 

           Our results, for the important direct and indirect band-gap energies, band 

structure and  optical and structural properties of the binary compounds Bas, InAs , 

GaAs and their ternary and quaternary alloys in the cubic phase, agree well with the 

available experimental and theoretical data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهخض 

 

 BAs, InAs:  انثىائيت انىاقهت وظف نهسبائك الإنكخزَويت انخُاص انؼمم، درسىا           في ٌذا

GaAs َ انثلاثيت :Bx In1-x As, Bx Ga1-x As, Gax In1-x As َ انزباػيتBx Iny Ga1-x-y As  .نٍذي  

 أٌميت  أػطيىا.انهيزريت كانذيُداث انضُئيت الإنكخزَويت الأجٍزة نظىغ كبيزة أٌميت انسبائك

   .انسبائك نٍذي الإنكخزَويت انخُاص ػهى انؼشُائي نهخأثيز خاطت

 

  ٌاحً.الإفخزاضيت انبهُرة بخقزيب انمقزَوت انقُيت انؼلاقاث طزيقت ػهى مؼخمذة           حساباحىا

 ملائمت نيسج انطزق ٌذي بساطت أن يبيه انؼمم ٌذا.جيذة َ سزيؼت وخائج حؼطي َ بسيطت انطزق

 كم في انماديت بانخاطياث نهخىبؤ دقيقت َ فؼانت بُسائم نهخزَد مفيذة كذانك بم فحسب نهحساباث

. انسبيكت حزكيب مجال

 

 انخاطياث َ انطاقت ػظاباث َ بىاياث انمباشز غيز َ انمباشز انممىُع نهىطاق           وخائجىا

 انمخبهُرة انزباػيت َ انثلاثيت سبائكٍا َ  BAs, InAs, GaAs:نهمزكباث انخزكيبيت َ انضُئيت

 انحساباث بؼض َ انمُجُدة انخجزيبيت نهمؼطياث حماما مُافقت ،"انزوك ــــ كبزيج "بطُر

 .انمخُفزة انىظزيت


